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Несколькими группами исследователей было установлено, что облучение низкоэнергетичным электронным пучком светодиодных и лазерных структур на основе множественных квантовых ям (МКЯ) InGaN/GaN в растровом электронном микроскопе (РЭМ) приводит к существенному изменению оптических свойств таких структур. Подобное поведение спектра излучения представляет интерес с точки зрения понимания причин деградации параметров приборов на основе МКЯ InGaN/GaN. Цикл проведенных нами исследований позволяет предположить, что в результате воздействия низкоэнергетичного электронного пучка на исследуемый образец происходит локальная релаксация механических напряжений в активном слое, возникающих из-за расхождения параметров решеток InGaN и GaN. Но механизмы такой релаксации не совсем ясны. 

Одним из возможных механизмов релаксации может быть перераспределение или размножение дислокаций в объеме исследуемой светоизлучающей структуры. Однако, до сих пор считается, что в светодиодах и лазерных диодах на основе GaN, несмотря на высокую плотность дислокаций, в отличие от светодиодных структур на основе GaAs и SiC размножения дислокаций в процессе их работы не происходит, хотя в просвечивающем микроскопе этот эффект для нескольких дислокаций в базисной плоскости наблюдался. Поэтому представляло интерес провести исследования влияния облучения электронным пучком на дислокации в латерально-зарощенных пленках (ELOG) GaN, которые содержат дислокационные сегменты в базисной плоскости. В данной работе представлены результаты таких исследований.
Исследования проводились в РЭМ JSM-840А методом наведенного тока (НТ). Облучение проводились при токе пучка от 10-10 до 10-8 А и ускоряющем напряжении 35 кэВ.
Было установлено, что облучение может вызывать движение отдельных дислокаций. Также обнаружено, что дислокации перемещаются на расстояния не более 10 мкм и далее не двигаются, независимо от времени дальнейшего облучения. Однако, остановившаяся дислокация может возобновить движение при воздействии электронным пучком с большим током. Такое поведение можно объяснить тем, что в GaN содержатся дефекты, которые являются более или менее эффективными стопорами для движения дислокаций. Такими дефектами могут быть, например, проникающие дислокации или различные точечные дефекты. Однако, на данный момент не совсем ясен механизм подобного торможения движения дислокации.

Таким образом, в данной работе показано, что даже при сравнительно низких уровнях инжекции носителей заряда в GaN возможно движение дислокаций в базисной плоскости. Это означает, что при повышении качества пленок GaN и светодиодов на его основе может возникнуть проблема движения и размножения дислокаций, как и в гетероструктурах на основе SiC и GaAs.







